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RieSenie sa tyka diskrétneho kremikové-
ho MOSFET tranzistora so zniZenou vystup- —
nou a vstupnou kapacitou, s jednym alebo
viacerymi hradlami, Specidlneho usporiada- —
nia funk&nych oblasti tranzistora, ktoré u- 3
moZiiuje dosiahnut zniZenie vystupnej a ~
vstupnej kapacity a zniZenie ndrokov na
montaz.

Uvedené usporiadanie zlepS$uje dynamické
parametre tranzistora a umoZiluje realizo-
vat kremikovy MOSFET tranzistor pracuji-
ci v oblasti 1 000 MHz.
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Vynédlez sa tyka diskrétneho kremikové-
ho MOSFET tranzistora so zniZenou vystup-
nou a vstupnou kapacitou, u ktorého zni-
Zenie vystupnej a vstupnej kapacity sa rie3i
horizontdlnym usporiadanim funkénych ob-
lasti tranzistoru.

Doposial zndme MOSFET tranzistory ma-
jt oblast kolektora po celom cbvode uza-
tvorent hradlom tranzistora. Plocha kolek-
tora je minimalizovana tak, aby sa dosiahla
¢o najmenSia kolektorovd kapacita, ktora
vo velkej miere vplyva na vysokofrekven&-
né parametre tranzistorov pracujicich v
oblasti do 1000 MHz, ako napr. dvojhradlo-
vy MOSFET tranzistor. Plocha korektora je
u doterajSich MOSFET zvd¢Send o plochu
potrebnii na prikontaktovanie kolektora k
vonkajSiemu vyvodu puzdra. Kontaktovacia
plocha musi byt pritom dostatotne velka a
u doterajSich tranzistorov predstavuje aZ
60 a¥ 70 % celkovej plochy kolektora, &o
predstavuje pridavnd nefunkénd kapacitu
kolektora MOSFET tranzistora.

ZniZenie vystupnej a vstupnej kapacity je
mioZné dosiahnut horizontdlnym usporiada-
nim funk&nych oblasti diskrétneho krewmni-
kového MOSFET tranzistora podla vynéle-
zu, ktorého podstatou je, Ze kontaktovacia
plocha kolektora a kontaktovacie plochy
hradiel kruhového alebo mnohouholnikové-
ho tvvaru si vyvedené na woblast hrubého
oxidu (pomedzi na minimdlnu vzdialenost
rozpojené hradlad tranzistora, pri¢om emitor
oddeluje od kolektora vysokodotovana ob-
last opatného typu vodivosti ako emitor a
kolektor tak, Ze nezasahuje do vysokodoto-
vanej oblasti kolektora, resp. samozdkryto-
vej oblasti kolektora a samozékrytovej ob-
lasti ostrov€eka, pritom  ukon&enie hradiel
prekryva kriZenie oblasti hrubého oxidu a
vysokodotovanej cblasti opadného typu vo-
divosti, pri¢om v pripade integrovania o-
chrannej diody hradla, prived k nej je spo-
lo€ny s privodom ku hradilu.

Vyhodou nového usporiadania MOSFET

tranzistora je zniZenie wvystupnej aj wstup- -

nej kapacity tranzistora, ale aj menSie na-
roky na presnost kontaktovania vyvodu ko-
lektora, nakolko pri usporiadani podla vy-
nalezu je kontaktovacia plocha kolektorva
dostatofne vzdialend (desiatky wm) od me-
talizdcie ostatnych elektréd tranzistora.

U stdvajicich MOSFET tranzistorov ob-
klopuje hradlo kontakt kolektora vo vzdia-
lenosti niekolko um, o spdsobuje pri mon-
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tazi skraty kolektora a hradla. Z tohoto dé-
vodu st preto kladené vyscké naroky na
montd¥, alebo na plochu kontaktovacej
plochy a tyim na plochu kolektora.

V pripade integrovanych ochrannych diod
st u stfasnych MOSFET tranzistorov zviast
privody od kontaktovacej plochy ku hradlu
a zvlast k ochrannej didde, €o spdscbuje
zvySenie kapacit.

Na pripojenom vykrese je zobrazeny Cip
dviojhradlového MOSFET tranzistora s hori-
zontdlnym usporiadanim podla vynélezu.

Usporiadanie fun#nych oblasti MOSFET
tranzistora zobrazené na pripojenom vykre-
se je vyznalené tym, Ze kontaktovacia plo-
cha kolektora 3 je vyvedend na hruby oxid
11 hrubky niekolko um, pomedzi na mini-
mélnu wvzdialenost rozpojené hradld tran-
zistora 5, 6, priom Sireniu inverznej vrst-
vy, t. j. zvodovym pridom medzi emitorom
8 a kolektorom 7 zabrani vysokodotovand
oblast 10 opatného typu vodivosti ako ma
emitor a kolektor, ktord oddeluje emitor
8 od kolektora 7 tak, Ze nezasahuje do vy-
sokodotovanej oblasti kolektora 9, resp. ani
samozdkrytovych oblasti kolektora 12, resp.
ostrovéeka 13.

V pripade vyvedenia oblasti 10 na samo-
statny vyvod, tdto nezasahuje ani do vyso-
kodotovanej oblasti emitora 8, ani samoza-
krytovej oblasti emitora 14. Stfasne ukon-
genie prvvého hradla 15, resp. druhéhn
hradla 16 prekryva kriZenie hrany hrubého
oxidu a vysokodotovanej oblasti 10, ¢im sa
zabrani zvodovym podprahovym priadom
popod hradla.

V pripade integrovania ochrannej ditdy
18 prechddza prived ku hradlu 17 ponad
ochranni diédu a je spolofny pre hradlo
aj ochrannt dioédu, €im sa dosiahne zniZe-
nie vystupnej a vstupnej kapacity.

Tymto horizontdlnym usporiadanim do-
siahneme pri nizkych zvodovych prudoch
kolektora zniZenie vystupnej a vstupnej ka-
pacity MOSFET tranzistora, pretoZe pri-zni-
Zenych narokoch na presnost kontaktovania
si kontaktné plochy men$ie a vyhodnejSie-
ho kruhového alebo mnohouholnikovéhn
tvaru a sufasne kapacita na jednotku plo-
chy hrubého oxidu, na ktorom st kontakto-
vacie plochy umiestnené, je niekolkokrat
menSia ako kapacita na jednotku plochy
vysokodotovanej oblasti kolektora, na kto-
rej st kontaktovacie plochy umiestnené u
stdvajucich tranzistorov.
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PREDMET VYNALEZU

Diskrétny kremikovy MOSFET tranzistor
so zniZenou vystupnou a vstupnou kapaci-
tou, s jednym alebo viacerymi hradlami,
ktory je vyznaleny tym, Ze kontaktovacia
plocha kolektora (3) a kontaktovacie plo-
chy hradiel (1, 2} kruhového alebo mnoho-
uvholnikového tvaru st vyvedené na oblast
hrubého oxidu (11) pomedzi na minimélnu
vzdialenost rozpojené hradlad tranzistora (5,
6), priCom emitor (8) oddeluje od kolek-
tora (7) vysckodotovand oblast (10) opac-

ného typu vodivosti, ako emitor a kolektor
tak, Ze nezasahuje do vysokodotovanej ob-
lasti kolektora (9), ani samozédkrytovej ob-
lasti kolektora (12) a samozdkrytovej ob-
lasti ostrovfeka {13), pritom ukoncéenie
hradiel (15), resp. (16) prekryva kriZenie
oblasti hrubého oxidu (11) a vysokodotova-
nej oblasti (10} opatného typu vodivosti,
priom v pripade integrovania ochrannej
diody hradla (18), privod k nej je spolotny
s privodom ku hradlu (17).
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